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 超並列電子ビーム描画装置 (MPEBW) 
    (最先端研究開発支援プログラム (FIRST)) 

 

   
   ナノクリスタル(nc)Si 電子源の原理とそれを用いた超並列電子線描画 

 

    
貫通配線付 nc-S i 平面型エミッタ 

電子源とそれによる露光実験結果  アクティブマトリックス電子源駆動用 CMOSLSI 
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 nc-Si ピアースガンとシミュレーション     縮小投影露光の実験装置 

 

   
nc-Si ピアースガンの電子源側(左)とバンプ側(右)  nc-Si ピアースガンの電子源  nc-Si ピアースガンを用いた露光実験 
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